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1.はじめに

半導体レ-ザはその組成やレ-ザ温度、注入電

流、磁界により光出力および発振波長が変化する

ことが知られている。我々はこの中で磁界による

発振波長の変化をテーマとし、常温で比較的弱磁

罪(0.5-1.4T)の範囲で近赤外光【11と可視光の半

導体レーザを用いて研究を行ってきた。今回の研

究ではこれまで用いてきたレ-ザと比較して光の

閉じ込め効果がよい可視MQW(Multi Quantum Well)

半導体レ-ザで諸特性の変化を測定し、その結果

を検討した。

2.実験方法

実験系を図1に示す。磁性体でできている半導体

レーザの保護キャップを外し、電磁石の磁極間に

固定する。これをLD l　とする.このLDlに磁

界を印加してその諸特性の変化を軌定することが

できる。次に、 LD lとほぼ同じ波長で発振する

基準となるレ～ザLD 2を用意する,レ-ザの動

作条件を一定にするために、 LDl、 LD2の温度

を温度制御回路によりl/100℃の精度で制御する。

二つのビームの光路を一致させるためにビームス

プリッタとミラーで調節し、アバランシェホトダ

イオード(APD)に入射させる。その出力をスペ

クトラムアナライザ-入力することでビート信号

を検出する。ビート借号とは二つのビームの干渉

によるものであり、二つの光の周波数差なので、

注入電流とレ-ザ温度を制御してLDlとLD2

の発振波長をほぼ合わせることにより、スペクト

ラムアナライザ上にど-ト情号が現れる。

また、磁界印加方向の定義については図2のよう

になる。

3.実験結果および考察

まず、電流一光出力特性の測定結果を図3に示す。

図3は磁界を平行に印加した場合であり、この時

の光出力は動作点である42mA付近で約6JIW低

出力側にシフトしていることがわかる。
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一方B ⊥Ilの場合、光出力シフトは観測されなか

った。この結果はこれまで行った可視光半導体レ-

ザで活性層構造の晃なるレ-ザの結果に近いもので

ある。

図4と図5は、動作点である42mAにおけるβ

//月の場合の光出力シフトと周波数シフトの磁界依

存性の測定結果である。この結果から両対数グラフ

の直線の偵きは光出力シフトで約2、周波数シフト

で約0.5となり、それぞれ磁界印加丑の2乗並びに

i/2乗に比例することがわかった。これまで行って

きた可視光と近赤外光のレーザの結果は、光出力シ

フト並びに周波数シフトともに磁界印加丘の約2

乗に比例するものが多く、今回の結果と異なる。

また実験結果として載せた以外にもレ-ザの特性

を調べる実験をいくつか行った。磁界ゼロにおけ

る温度一発振波長特性の測定実験では、温度の変化

にともなう発振波長のモードジャンプの幅がこれまで

のレ-ザと比較して小さいことなど、今回の可視MQV

半導体レ-ザがこれまでのレ-ザと異なる特性を持

っていることがわかった。

4.まとめ

今回の可視MQW半導体レ-ザの実験は諸特性を測

定した結果、これまでの可視光と近赤外光半導体レ

-ザと一部の特性で異なる結果を示したO　その考舞

は現段階では行えてはいないが、今後このレ-ザに

ついて更に実験を繰り返すことによって、結果の再

現性の確認と考察を進めていく必要がある。また、

他の種類の半導体レ-ザも試し、周波数シフトの機

構を解明していきたい。
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